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Siemens

Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode

MOSFET Transistor BF993

Datasheet

BF 993

#® Fir Vor- und Mischstufen in
UKW= und YHF-TV-Turnern

® Hohe Aussteuerfahigkeit
# Hohe Steilheit

& Kunststoff-Miniaturgehause
fur Oberflachenmontage (SMD)

Typ BF 993

Best.-Nr. Schittgut: QE2702-FE99

Gurt: Q82702-F1018

Stempel ME

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung

Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom
Gesamtverlustieistung

T.=60°C

Lagertemperatur

Kanaltempearatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

Vi 20

I 50

:t -‘thw ‘ 10

P | 200

r:I-:l —55...+150
ch 150

th.l" | =450

" Bl Montage auf AL;Oy-Keramiksubstrat 16,7 mm = 15 mm = 0.7 mm
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Siemens MOSFET Transistor BF993 Datasheet
BF 993
Kenndaten (T, = 25°C)
Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Viarm £ 20 — - W
IL=10pA, — V= —Veez=4V
Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Vianigiss B5 - 17 v
* lgg =10 mA, Ve = Vs =0
Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Vignazss B.S — 17 v
+ -‘I|325 - 10 I'I1F|., V|3|5 - L'r[}g - ﬂ
Gate 1-Reststrom - o R —_ — 50 nA&
T Ve =5V, Vg = Ve =0
Gate 2-Reststrom + fonee - — 50 na,
Vo™ 5V, Vgg= Ve =0
Drainstrom Joes 6 — 40 A
Vie = 15V, Vs =0, Vs = 4V
Gate 1-Source-Abschnlrspannung — Vaam — — 35 v
Vug - 15"'!'.. Vm— 4 V. u;n'- EDH.A
Gate 2-Source-Abschnlrspannung — Vo im - - 30 |V
Vng, - 15"’!’, vi'-_13 - ﬂ, 'l'D - 2{] IJ.A.
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Siemens MOSFET Transistor BF993 Datasheet

Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 993

Kenndaten (T, =25°C)

Wechselstromdaten min | typ max
Vorwartssteilheit =1 16 25 - mS
Vos = 15V, I = 10 mA, Ve = 4V, F=1kHz

Giate 1-Eingangskapazitat Cyias - & — pF
Vos = 15V, I, = 10 mA, Vg = 4V, f= 1 MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cozas — 25 — pF
F:|5= 15‘!“’. -‘I|:|= 10 I'I"I.'“'-. vﬁ:5=41llr. f=1 MHZ

Rickwirkungskapazitat Cagi — 50 — tF
Vo =15V, I =10mA, Ve =4V, f=1MHz |
Ausgangskapazitat Cosn = 25 — pF

Vi = 15V, I, = 10 MA, Voo = 4V, f= 1 MHz

Leistungsverstarkung G — 25 - dB
Vs =15V, [, = 10 mA

f=200 MHz, G, =2mS5, G_=05m5
2Af=12 MHz

{Mefschaltung)

Rauschzahl F — 15 - dB
Vs = 15V, I, = 10 mA

f=200MHz, G, =2mS, G, =05mS
(MeRschaltung)
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Siemens MOSFET Transistor BF993 Datasheet

BF 993
Drainstrom Jp = (Vs Gate 1-Eingangskapazitit c ., = 7{Vg5)
Vog = 16V Vigss = 4V, Vog = 15V
Ings = 10 mA, /= 1 MHz
mA pF
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Gate 1-Eingangsleltwert Gate 1-Stellheit y.,,
Vog = 15V, Vgog = 4V Vog = 18V, Vgog = 4V
[Sourceschaltung) [Sourcaschaltung)
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Siemens MOSFET Transistor BF993 Datasheet

BF 993
Leistungsverstirkung G, = f(Vgos) Rauschzahl F = [(V.c)
Vpg = 15V, ¥gig = 0V, Ipgg = 10mA Wpg = 15V, Vgig = OV, Ipgg = 10 mA
f= 200 MHz (s. Melschaltung1) f= 200 MHz (5. Mefschaltung 1)
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